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RieSenie sa tyka zariadenia na zobraze-
nie zmien bioelektrickych potencidlov Zivé-
ho cbjektu zvidzkom elektrénov v rastnova-
com elektrénovom mikroskope. Podstatou
zariadenia je, Ze v predmetowom ohnisku
rastriovaciehlp elektréonového mikroskopu je
umiestnend dielektrickd doSticka s vodivym
povrchom mna vdkuovej strane, oddelujica
pozorovany objekt pripojeny k doSticke od
vdkuového priestoru mikroskepu. Zariade-
nie je urlené na snimanie bicelektrickych
potencidlov bunetného povrchu a k sledo-
vaniu jeho rozloZenia a tasovych zmien bio-
elektrickej aktivity povrchu Zivych buniek.
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Vyndlez sa tyka zariadenia na zobrazenie
zmien bioelektrickych potencidlov Zivého
pbjektu zvidzkom elekirénov v rastriovacom
elektrénovom mikroskope.

Doteraz najnovsie zariadenie podla autor-
skéhio osvedcéemia ¢. 212 506, pozostdva z
multielektrédového pola prikladaného na
skimany objekt a kaZda elektroda multie-
lektrédového pola je zapdjand v &asovom
slede multiplexorom analdégoveho signaluy,
signdl po filtracii a zosilneni zobrazeny na
zobrazovacej jednotke a dalej spracovany.
Tato metéda je dostatotnd pre makrosko-
pické cbjekty a miera jej miniaturizdcie pre
menSie objekty je ohranifend pri obvodoch
vysokej integréacie (LSI) pottom 18 000 ak-
tivhych prvkov na ¢ipe a pri integrovanych
obvodoch velmi vysokej integrdcie (ULSI)
10 miliénov elementov na cm?, ktoré viak
v dostatotnej miere nestacia eSte na pokry-
tie povrchu buniek systémom snimacich e-
lektrad.

ZauZivané zariadenia na snimanie bioe-
lektrickych potencidlov buniek Zivého ob-
jektu st vybavené mikroelektrédami, ktoré
st vzhladom na rozmery bumniek obrovské.
Nevyhiodiou doterajSieho spbdsobu je, Ze u-
moZiiuje sledovanie napédtovych potencid-
lov len z obmedzeného priestoru bunky, ¢im
unikd pozorovaniu celkiové rozloZenie elek-
trického pola povrchu bunky a jeho lokdlne
zmeny.

Tieto doterajSie nevyhody odstraiiuje za-
riadenie, ktorého podstatou je, Ze v predme-
tovej rovine rastrovacieho elektréonového
mikroskopu je umiestnend dielektricka dos-
titka s vodivym povrchom, oddelujica pio-
zorovany abjekt priloZeny k tejto dosticke,
od vékuového priestoru mikroskopu, pri¢om
rozliSovacia schopnost mikroskopu je ne-
priamo Umernd hribke dielektrickej dos-
ticky.

Hlavnou predmostou tohto zariadenia je,
Ze umoZiiuje dosiahnut celkovy pleSny ob-
raz, kde urcity stupenl jasu odpovedd uréi-
tej velkosti bioelektrického potencidlu pio-
vrchu bunky, preneseného cez dielektricku
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doSticku. Ak vychddzame zo stc¢asného sta-
vu vyroby dielektrickej dostiky podla au-
torskéhio osvedcenia Ceskoslovenského &is.
182 470 Stiepenim muskovitu (sluda}, dosa-
huje sa hrabky 50 nm (nanometnov) pri plo-
chach aZ 1 cm? Za predpokladu, Ze naj-
mensi zobrazeny bod sa bude réadovo bliZit
velkpstiou hribke dielektrickej dosticke, vy-
chddza hustota snimanych bodov réadovo
109%/¢cm?, to je o tri rady viac ako teoretic-
kéa hustota prvkiov ULSI.

Vynalez bliZSie iobjasni priloZeny vykres,
na ktorom je schematicky zndzornené uspo-
riadanie upraveného rastrovacieho elektro-
novéhio mikroskopu s dielektrickiou dostic-
kou.

Elektrémovy mikroskop 1 na cbrdzku je
tvoreny zdrojom 2 eletrgnov, optickou si-
stavou 8, ktorou prechddza zvdzok 7 elek-
tronov a dopadd na vodivy povrch 4 dielek-
trickej doSticky 3, pod ktorou je umiestne-
ny pozorovany objekt 5 pripojeny k diostic-
ke 3. Napdtovy kontrast je snimany detek-
torom 6. Viodivy povrch 4 dielektrickej dos-
ticky 3 je vytvoreny mapriklad hustym na-
nosom drobnych, navzdjom nespojenych wo-
divych plioSiek, o mioZno urcbit nastrieka-
nim vedivou farbou apod.

Funkénd Cinnost zariadenia je nasledovna.
Zvazok 7 elektrénov prechddza optickou si-
stavou 8 a dopada na vodivy povrch 4
dielekirickej dosticky 3. Mikroskopické Cias-
totky wodivého povrchu 4 sa nabijaji po-
stupne cez dielektricka dosticku 3 kapacit-
nou vézbou, aZ sa vynovnajld ndboju ekvi-
valentnému na bunecénom povrchu pozoro-
vansho objektu §, tesne pripojeného k di-
elektrickej dostiCke 3. Takto vytvoreny na-
patovy kontrast mé vsak opaéni polaritn a
je snimany detektorom 6, ktorym sa vyhod-
niacuje jeho velkost.

Zariadenie podla vynalezu je urfené ma
snimanie bioelektrickych potencidlov bu-
nefného povrchu a na sledovanie jeho roz-
loZenia a ¢asovych zmien bioelekirickej ak-
tivity povrchu Zivych buniek.

PREDMET VYNALEZU

Zariadenie na zobrazenie zmien bioelek-
trickych potencidlov Zivého objektu vyzna-
¢ené tym, Ze v predmetovom wohnisku rast-
rovacieho elektronového mikroskopu je
umiestnend dielektrickd dosticka (3) s vo-

divym povrchom (4) oddelujiica pozorova-
ny objekt (5) pripojeny k dielektrickej dios-
ticke (3) od vdkuového priestoru mikrosko-
pu (1).
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